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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 62 092.2-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 21. September 2004 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richter Dr. Schmitt,

Dipl.-Phys. Dr. Kraus und Dipl.-Ing. Prasch
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Grinde

Die am 13. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
gene Patentanmeldung mit der Bezeichnung ,Elektronische Schaltung und Verfah-
ren zum Testen einer Speicherzelle eines Speicherfeldes” wurde von der Pri-
fungsstelle fur die Klasse G11C durch Beschlul3 vom 16. Juli 2002 mit der Be-
grundung zuruckgewiesen, dald der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die bean-

tragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das nachgesuchte
Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruche 1 bis 3, Uberreicht in der mundlichen Verhand-
lung am 21. September 2004, Beschreibung und 1 Blatt mit einer
Zeichnung, beides vom Anmeldetag (13. Dezember 2000).

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zum Testen einer Speicherzelle eines Speicherfel-
des (1) in einem Stresstest, wobei wahrend eines Lesevorgangs
an einer Adresse des Speicherfeldes ein Wert aus einer Speicher-

zelle ausgelesen wird und der Wert mit einem Sollwert verglichen



wird, mit folgenden Schritten:

Durchfuhren einer Anzahl von Lesevorgangen an der Adresse, um
eine Stressbedingung zu erzeugen, und ohne dal die Adresse in
einem Fehleradressenspeicher (10) gespeichert wird, und
Durchfihren eines weiteren Lesevorgangs an der Adresse nach
dem Durchfuhren der Anzahl der Lesevorgange, wobei abhangig
von einem Ergebnis des Vergleichs die Adresse in dem Fehler-

adressenspeicher (10) gespeichert wird.

Wegen der Unteranspruche 2 und 3 wird auf die Akte verwiesen.

Es ist folgende Druckschrift in Betracht gezogen worden:

TANABE, Akira u.a.: A 30 ns 64-Mb DRAM with Built-in Self-Test and Self-
Repair Function. In: IEEE J. Solid — State Circuits, vol. 27, no. 11,
1992, S.1525 bis 1531.

Die Anmelderin fuhrt im wesentlichen aus, der Druckschrift sei nicht entnehmbar,
eine Speicherzelle eines Speicherfeldes zunachst unter Strel3 zu testen, indem
eine StrelRbedingung durch eine Anzahl von Lesevorgangen an einer Adresse er-
zeugt werde, ohne dal} beim Auftreten eines Fehlers die Adresse in einem Fehler-
adressenspeicher gespeichert werde, und dann anschlieRend mit einem weiteren
Lesevorgang festzustellen, ob ein Fehler vorliege, sowie im Falle eines Fehlers die
Adresse im Fehleradressenspeicher zu speichern. Denn die Druckschrift be-
schreibe eine Schaltung, die wahlweise in einem Testmodus oder in einem Repa-
raturmodus zu betreiben sei, wobei nur im Reparaturmodus Fehleradressen in ei-
nem Fehleradressenspeicher gespeichert wurden. Das Testverfahren gemal Pa-
tentanspruch 1 sei daher durch diesen Stand der Technik weder neuheitsschad-

lich vorweggenommen noch nahegelegt.



Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht be-
grundet, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zwar neu ist, aber nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Druckschrift beschreibt eine elektronische Schaltung, mit der ein Verfahren
zum Testen von Speicherzellen eines Speicherfeldes durchgefuhrt wird, bei dem
wahrend eines Lesevorgangs an einer Adresse des Speicherfeldes ein Wert aus
einer Speicherzelle ausgelesen wird und der Wert mit einem Sollwert verglichen
wird. Die Schaltung weist einen BIST (Built-in self-test) — Block auf, der im Test-
Modus programmgesteuerte Speichertests ermdglicht, ohne dal® die Adressen
fehlerhafter Speicherzellen in einem Fehleradressenspeicher (FAM) gespeichert
werden. Der Test-Modus wird durch ein externes Signal TE aktiviert. Zudem ist ein
BISR (Built-in self-repair) Block vorgesehen, der im Repair-Modus zusammen mit
dem BIST-Block einen Speichertest mit gleichzeitigem Abspeichern von Adressen
fehlerhafter Speicherzellen in dem Fehleradressenspeicher (FAM) durchfahrt. Der
Repair-Modus wird durch die externen Steuersignale TE und REPAIR aktiviert,
vgl. S. 1529, Fig. 11 mit Beschreibung sowie S. 1530, linke Spalte, 1. Abs.

Der Druckschrift ist weiterhin entnehmbar, im Test-Modus langandauernde Funk-
tionstests der Speicherzellen wahrend eines Burn-In-Prozesses durchzufihren,
vgl. S. 1529, linke Spalte, 2. Abs. Der Funktionstest, der Ublicherweise auch eine
Anzahl von Lesevorgangen an einer Speicherzelle umfaldt, erfolgt demnach unter
einer StrelRbedingung, ohne dal} die Adressen von fehlerhaften Speicherzellen in
dem Fehleradressenspeicher (FAM) gespeichert werden. Da die wahrend des
Funktionstests defekt gewordenen Speicherzellen durch redundante Speicherzel-
len des Speicherfeldes zu ersetzen sind, missen anschlieRend im Repair-Modus
die jeweiligen Fehleradressen mit einem erneuten Lesevorgang erfal3t und in dem
Fehleradressenspeicher gespeichert werden. Fur den Fachmann, einen mit dem
Testen von Speicherfeldern befaldten Elektronikingenieur (FH) mit langjahriger
Erfahrung, versteht es sich von selbst, dal} zur Durchfliihrung eines von einem

Burn-In-Prozel® unabhangigen Streldtests eigens eine StrelRbedingung zu erzeu-



gen ist und dal sich diese nicht nur durch externe Erwarmung des Speicherfeldes
wie beim Burn-in-Prozef3, sondern auch durch eine interne Erwarmung realisieren
lakt, die aus dem mehrfachen Auslesen einer Speicherzelle resultiert.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich demnach in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik. Der Patentanspruch 1 ist somit nicht gewahr-
bar.

Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Unteranspriche 2 und 3 nicht gewahrbar.

Dr. Fritsch Dr. Schmitt Dr. Kraus Prasch
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